采购需求
前注：
[bookmark: _Hlk16461016]1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
[bookmark: _Toc1899401549][bookmark: _Toc1437377518_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc337877615][bookmark: _Toc382548620][bookmark: _Toc1064185329][bookmark: _Toc2025078090][bookmark: _Toc1452677390][bookmark: _Toc292361325]一、第1-3包采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	1.进口产品设备：采购人指定外贸代理机构办理进口产品采购事宜，并按下述方式支付合同款：合同生效后，外贸代理机构开出进口产品信用证后采购人支付70%合同款（专指进口产品部分）给外贸代理机构，剩余30%在验收合格后一次性付给外贸代理机构。
注：双方以人民币结算。外贸代理机构与投标人另行签订合同约定付款方式进行结算，投标人须按照采购人与外贸代理机构签署的《外贸代理机构收取进口代理费标准》向外贸代理机构支付进口代理费。
2.国产产品设备：合同签订生效后，采购人向中标人支付合同价款（专指国产产品部分）的70%预付款（中标人须同时向采购人递交等额预付款保函），全部货物安装调试完毕，剩余30%在验收合格后一次性付给中标人，同时退还预付款保函。
注：
（1）预付款保函形式：☑银行保函☑担保机构担保
（2）预付款保函递交要求：
①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。
②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。
（3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。

	2
	供货及安装地点
	安徽大学，具体按采购人指定。

	3
	供货及安装期限
	自合同签订且收到采购人通知之日起：①第1包中高能量离子注入机产品：240个日历日内完成供货、安装、调试及验收等全部工作；②第1包其余产品、第2包、第3包全部产品：180个日历日内完成供货、安装、调试及验收等全部工作。

	4
	免费质保期
	1.进口产品设备：自验收合格之日起1年；
2.国产产品设备：自验收合格之日起2年。
注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。


[bookmark: _Toc626387511][bookmark: _Toc302804901][bookmark: _Toc1191965283_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1693477008][bookmark: _Toc58935147][bookmark: _Toc369119811][bookmark: _Toc1715351726][bookmark: _Toc717369146]

二、第1-3包货物需求
（一）货物需求说明
	需求内容类别
	标识符号
	投标要求

	关键性指标项
	[bookmark: OLE_LINK14]★
	符合性审查项，该指标项负偏离或未响应，将导致投标无效。

	重要指标项
	■
	评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。

	一般指标项
	●
	评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。

	无标识项
	
	符合性审查项，每标包的该指标项最大允许负偏离 2项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。
3.货物需求清单中未要求提供证明材料的参数以6.2技术响应表作为评审依据。货物需求清单中要求提供证明材料的参数：技术参数及要求中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、厂家（制造商）测试报告、第三方检测机构出具的检测报告，提供其中之一即可。（需能体现关键评审因素，建议标注关键评审因素便于评审）；技术参数及要求中明确要求证明材料类型的，按要求执行。



（二）第1包货物需求清单（高能量离子注入机和氧化扩散LPCVD系统）
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量（台/套）
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	▲高能量离子注入机
	1.工作条件
供电要求：380V/50Hz、功率≤45KVA，气温22±3℃和相对湿度45%～65%的环境条件下运行，且能够连续正常工作。
2.设备技术参数
★2.1适用基板尺寸：满足3、4、6、8英寸晶圆及不规则碎片进行离子注入工艺。
2.2系统结构
2.2.1离子注入机整机包括：离子源系统、束线系统、靶室系统、电源系统、控制系统、辅助系统等六大部分。
2.2.2辅助系统包括真空系统、配电系统、去离子水系统、压空系统、氮气系统、源气箱以及屏蔽机房。
2.2.3 配备质量分析器进行离子筛选并偏转90°。
2.2.4配备双单元磁四极聚焦透镜进行水平和垂直方向的聚焦。
★2.2.5配置至少两套离子源，一用一备。
■2.2.6配置X方向静电扫描系统，将点状束扫开成为宽带束，同时配置偏转45°的平行透镜，满足≥8英寸晶圆注入时束流平行度≤0.2°。
■2.2.7配备一套离子引出电源，输出电压满足≥80kV（连续可调），引出电极要便于拆卸和维修。
■2.2.8装载一套加速用输出电压满足≥300kV(连续可调)的电源。
★2.2.9靶室系统包括靶室腔体、旋转驱动装置、水冷靶盘基座、靶盘、移动法拉第、剂量法拉第、淋浴器、加热器等；靶盘采用手动四靶位，一次可装载4个≥6英寸晶片，靶盘需配置冷却系统，且至少配置一个加热靶位，最高注入温度≥500℃，靶盘下方有气浮轴用于垂直扫描（针对注入温度500℃提供TCwafer（热电偶晶圆）温度测试数据）。
★2.3 能量范围
2.3.1能量范围：30～380keV（单电荷）；双电荷≥600keV。
2.3.2高压电源稳定精度：≤0.5kV（30-100kV）， ≤0.5%（100-380kV）。
★2.4 注入离子元素&离子源
2.4.1注入离子种类：P、B、N、AL可扩展其他元素（F、Si、Mg、H）。
2.4.2配置两套间热式阴极离子源，满足气态和固态靶材电离能力。
2.4.3离子源气路配置5个质量流量计，满足5路工艺气体供给。
2.4.4能够实现单价离子最大加速≥380keV，满足单价离子在30keV~380keV的能量范围。
★2.5 束流参数（投标文件中提供符合下列参数要求的设备软件界面引束截图）
2.5.1 P⁺单价离子最大束流≥2000μA@300keV。
2.5.2 B⁺单价离子最大束流≥2000μA@300keV。
2.5.3 Al⁺单价离子最大束流≥2000μA@300keV。
2.5.4 N⁺单价离子最大束流≥2000μA@300keV。
2.5.5束流稳定性：变化率≤10%（20min）。
★2.6 注入剂量范围
2.6.1离子注入剂量范围：2E11 ions/cm2～1E16 ions/cm2。
★2.7注入均一性
2.7.1注入均匀性：1σ≤1%。
2.7.2注入重复性：1σ≤1%。
2.7.3测量条件：
离子类型：B⁺。
能量≥100 keV。
剂量≥5E14。
晶圆尺寸≥6英寸。
■2.8注入角度
2.8.1注入角度0°～45°自动可调。
2.8.2注入角度精度 ≤0.2°。
2.9 本底真空度
■2.9.1本底真空度要求：
Ion Source真空度：≤5E-7Torr。
Beam Line真空度：≤5E-7Torr。
End Station真空度：≤5E-7Torr。
2.10控制、操作系统
2.10.1各电位区分区供电，当有紧急情况时，利用急停开关切断整机总电源。
2.10.2各电位区供电根据部件功率及电气要求，配备相应断路器、接触器、继电器等控制操作元件。
2.10.3控制单元实现对各电源的供电开、关。
2.10.4真空系统供电与水、压缩空气、氮气及去离子水信号联锁。
2.10.5离子源电源、分析器电源、分子泵电源分别与相应各线圈的冷却水流量信号、热传感测量信号联锁。
2.10.6引出电源与高压仓门锁、放电棒、头部高真空状态、引出抑制电源“开关”等信号联锁。
2.10.7加速电源与屏蔽房门锁及其放电装置、高真空状态、去离子水电阻率状态、主高压抑制电源等信号联锁。
2.10.8设高压危险警示标志。
2.10.9工控机负责整机控制系统各部件数据采集和底层逻辑模块程序的运行。底层数据采集监控环路覆整机的离子源系统、束线系统、靶室系统、辅助系统、配电系统、电源系统的控制。
[bookmark: OLE_LINK9]★2.11其它技术要求
2.11.1设备尺寸：≤3400mm(W) × 6800mm(L) ×3100mm(H)。
2.11.2 本设备属于Ⅲ 类射线装置，应配有有效的防辐射装置，具备完整安全联锁、声光警示及辐射警示标识；应满足《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》最新版要求。
2.11.3 X射线泄露值：≤0.6 μSv/h。（设备周边任一位置距离机器外壳10cm的辐射量值）
2.11.4 备品备件：随机备件包一套，随机工具包一套。
	1
	工业
	/

	2
	氧化扩散LPCVD系统
	1、 设备功能
氧化扩散LPCVD系统采用多管工艺集成，由净化台、废气室、炉体柜、气源柜、TEOS（正硅酸乙酯）自动补液系统等部分组成，实现多种基底材料（如硅、石英等）高温退火、氧化工艺、沉积二氧化硅（SiO2）和氮化硅（Si3N4）等薄膜。
二、工作条件
1.工作电源：380VAC±10%、三相、50Hz，功率≤90kW。
2.环境温度：在15℃～30℃稳定工作。
3.环境湿度：在40%～80%湿度下稳定工作。
三、主要技术指标：
★1.晶圆尺寸：6英寸，兼容4英寸圆片及碎片，产量：≥25片/批；配置6英寸、4英寸及碎片平板舟。
★2.工艺炉管
2.1高温退火管：温度范围800℃-1300℃，配置全套SiC套件（包括SiC管、SiC桨、SiC舟、SiC门等）。
2.2氧化管：温度范围600℃～1100℃，氧化方式为干氧+氢氧点火+水浴氧化。
2.3氮化硅管：温度范围600℃～850℃。
2.4二氧化硅管：温度范围600℃～800℃，工艺方式为TEOS（正硅酸乙酯）工艺。
■3.真空系统
3.1系统极限真空：≤5Pa。
3.2工作压力范围：10Pa～60Pa，精度≤±0.5Pa。
3.3真空恢复时间：常压至10Pa，时间≤10min。
3.4系统漏气率：≤5×10-10Pa.m3/s。
★4.气路系统
4.1工艺气体：O2、NH3、SiH2Cl2（DCS，二氯二氢硅）、N2、H2等。
4.2 工艺气体MFC控制精度：≤±1%F.S。
4.3气密性漏率：≤5×10-10Pa.m3/s。
4.4采用316L电化学内抛光管道，管道焊接采用自动轨道焊接,气路采用VCR密封接头方式。
5.真空计
5.1测量范围：≥1Torr（133Pa）。
5.2读数精度：≤0.2%。
5.3分辨率：≤0.003%FS。
5.4响应时间：≤30ms。
5.5最大压力：≥260KPa（绝对）。
5.6输出信号：0-10V（直流）。
6.角阀
6.1口径：≥ISO80。
6.2工作气源压力(kg/cm²)：4~6.5。
6.3阀盖采用氟橡胶（Viton）密封，真空度等级：≤10-9mbar。
7.TEOS蒸汽流量计（MFC）。
7.1量程：≥300sccm。
7.2精度：≤±2%F.S.。
7.3重复精度：≤±0.2%F.S.。
7.4控制范围：5%~100%F.S.。
7.5漏率：≤1×10-11Pa・m3/s(He)Max.。
7.6环境温度范围：85℃±3℃。‌
7.7最大工作压力：≥150kPa。
8.干泵
8.1抽速：≥1000m3/h。
8.2极限真空：≤0.5Pa。
8.3进气口径：≥ISO100。
8.4排气口径：≥NW40。
8.5运行功率：≥3kW。
8.6吹扫氮气：40Slm-90Slm。
[bookmark: OLE_LINK3]8.7尺寸：≤900mm*400mm*790mm（长*宽*高）。
■9.TEOS半导体恒温槽
9.1源瓶尺寸：直径≤140mm，高度≤160mm。
9.2制冷方式：半导体制冷。
9.3温度范围：10℃~45℃。
9.4温度精度：≤±0.1℃。
9.5额定功率：≤350W。
★10.恒温区
10.1长度：≧300mm。
10.2精度：≤±0.5℃（≥800℃）；
≤1℃（＜800℃）。
10.3单点温度稳定性：≤±0.5℃/4h（800℃时）。
■11.炉体升降温速率：最大升温速率≥15℃/分钟；最大降温速率≥3℃/分钟。
■12.炉体温度控制方式：3温区独立加热，内外热偶双回路温度控制，自动校温区，具有回温功能。
13.系统具有自动斜率升温及恒温功能。
14.系统具有超温、断偶、流量偏差报警和保护功能。
■15.系统送片方式：自动进出舟送片。
16.工艺过程由工业控制计算机+PLC进行全自动控制，可直接在上位机上操作，自动记录设备运行数据，工艺数据可根据各个参数图形化显示。
★17.工艺指标（6英寸）：片内均匀性计算方式：（Max-Min）/2avg*100%，测量点选取晶圆去除边缘6mm后取面内均布的9点，片间与批间均匀性采用平均值计算。
17.1氮化硅（Si3N4）
17.1.1膜厚均匀性指标：片内≤±3%，片间≤±3%，批间≤±3%；（膜厚1000Å-10000Å）。
17.1.2化学计量比氮化硅应力范围：900MPa~1100MPa（1000Å~2000Å）。
17.1.3低应力氮化硅应力范围：50MPa~300MPa（1000Å~2000Å）。
17.1.4折射率：2.0~2.3@550nm。
17.2二氧化硅（TEOS）
17.2.1膜厚均匀性指标：片内≤±3%，片间≤±3%，批间≤±3%；（膜厚1000Å-20000Å）。
17.2.2应力范围：100MPa~150MPa（1000Å~20000Å）。
17.2.3折射率：1.4~1.5@550nm。
17.3氧化
17.3.1膜厚均匀性指标：片内≤±2%，片间≤±2%，批间≤±2%；（膜厚5000Å~20000Å）。
17.3.2折射率：1.45±0.05@550nm。
18.设备外形尺寸：≤4800mm*1200mm*2800mm（长*宽*高）
★四、备品备件
	名称
	数量
	备注

	石英炉门盖板
	1套
	/

	卡箍
	5套
	/

	不锈钢夹子
	1套
	/

	四氟接头
	4套
	/

	石英、SiC舟
	各1套
	4英寸，6英寸及碎片舟

	石英进气管
	2套
	/

	外热偶
	1套
	/

	拆卸工具
	1套
	/

	氟橡胶O型密封圈
	1套
	/

	VCR金属面密封接头及垫片
	10套
	/

	石英管
	3套
	常压管1套，低压管2套



	1
	工业
	/





（三）第2包货物需求清单（激光植球机和高精度外延生长系统）
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量（台/套）
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	激光植球机
	一、设备功能
激光植球机是一种单点激光植球的设备。设备可用于半导体晶圆、单芯片、各种半导体基板（PCB、陶瓷基板、柔性基板等）、半导体元器件（BGA等）的植球或微凸点制作。
二、具体要求
1.工作条件
1.1设备用电：230V单相/3线，20A，50/60Hz。
[bookmark: OLE_LINK52]1.2环境温度：15℃～30℃。
1.3相对湿度：30%-80%。
三、技术参数
[bookmark: OLE_LINK11]★1.支持球径范围：60um～500um。
★2.植球速度：最快≥5球/秒。
3.支持产品尺寸：可支持≤8英寸晶圆或方形基板。
[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK47]★4.设备X,Y轴精度：≤±5um。
■5.支持焊球合金种类：SAC,SnAg，SnPb，AuSn，InSn，SnBi等。
★6.设备安全：整台设备需符合LaserClassI安全认证，设备需具备安全联锁功能。
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK43]■7.设备工作台：尺寸≥200mm*200mm,具备加热功能，具备真空吸附功能，可同时支持单芯片吸附、基板及晶圆的吸附。
8.设备需配备激光自动校准功能，实现自动将激光光斑和喷嘴进行对准，实现最大化激光能量输出。
[bookmark: OLE_LINK51]■9.设备需配备植球位置编程功能，读取焊盘分布图纸或手动编辑焊盘位置阵列。
10.设备需配备激光传感器测量焊盘表面高度。
11.设备需配备激光能量计，用于测量激光能量输出。
12.激光器：数量1台，光纤激光器，波长≥1000nm，冷却方式为风冷。
★13.激光能量输出稳定性：≤±1%。
14.设备共计需配备2个焊头：≤250um焊头1个；﹥250um焊头1个。
15.设备需配备氮气压力自动调节功能。
★16.植球位置精度：≤±5%*球径（抛除焊球本身一致性差异、焊盘尺寸一致性差异、焊盘位置一致性差异）。
★17.植球后的球高需≤±5%*球径。
[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK49]★18.喷嘴的寿命需可支持完成≥60万颗锡球的植球。
★19.配置要求
激光植球机，数量1台，配置如下：
(1) 设备框架和外壳。
(2) 轴和驱动系统。
(3) 控制终端及配套操作系统。
(4) 焊头*2。
(5) 激光器*1。
(6) 激光自动校准系统。
(7) Z方向高度自动测量系统。
(8) 球径转换套件：9套（规格需与用户协商）。
(9) 喷嘴：共计70个（规格需与用户协商）。
■20.具有产品生产厂商或国内总代理（或区域代理）针对本项目的授权书及原厂售后服务承诺，投标文件中提供对应证明材料扫描件。
	1
	工业
	进口

	2
	▲高精度外延生长系统
	一、设备功能
外延生长系统为CCS近耦合垂直喷淋气流注入式金属有机物化学气相沉积（MOCVD），兼容实现Ga2O3、GaN、2D材料等薄膜材料生长，满足光电子、微电子、MEMS微纳工艺中外延层薄膜材料的生长。受限于场地规划，设备尺寸≤5000*1000*2200（长*宽*高，mm）。
二、工作条件
1.洁净室：Class1000以上。
2.环境湿度：30%～70%。
3.温度范围：15°C～35°C。
三、技术指标
★1.反应腔
1.1采用金属反应腔，喷淋头内管道密度≥90管/平方英寸，喷淋头进气孔直径在0.3mm~0.6mm范围，相邻孔中心间距≤2.6mm，反应腔顶盖配Ceiling（喷淋头挡板），反应腔内径尺寸≤300mm，喷淋头孔面直径≤200mm。
1.2支持单片6英寸、4英寸，3片3英寸，6片2英寸。
1.3漏率：≤1x10-9mbar·L/s。
1.4本底真空：≤5.3×10-2mbar（50Hz）。
1.5工艺压力范围：5.0mbar～1000mbar。
[bookmark: OLE_LINK4]1.6反应室控压精度：≤±1%或≤1mbar。
1.7反应室抽速：由1000mbar至5.0mbar时间不超过6min。
1.8材料生长压力：≥900mbar。
1.9工艺间隙（ProcessGap）：≤11mm。
★2.加热系统
2.1加热系统升温速率：≥1.2℃/s，或≥100℃/min。
2.2石墨盘面温度：≤1400℃@GaN，≤1200℃@Ga2O3&2D。
2.3加热系统温度精度：≤±1℃。
■3.旋转系统
3.1转速范围：0-200RPM。
3.2控制精度：≤±0.5RPM。
■4.真空系统
4.1真空室压力:5.0mbar～1000mbar连续可调。
4.2配可编程碟型节流阀，控制精度≤±0.1% of F.S.，控制范围0.5%-100%。
4.3 50Hz时抽速≤2500L/min。
★5.MO单元组
5.1 MO-1：TMGa，标准配置，2个MFC，1个PC，阀组和管路及接头等。
5.2 MO-2：DEZn，标准配置，2个MFC，1个PC，阀组和管路及接头等。
5.3 MO-3：TMAl，标准配置，2个MFC，1个PC，阀组和管路及接头等。
5.4 MO-4：Cp2Mg，标准配置，2个MFC ，1个PC，阀组和管路及接头等。
5.5 MO-5：TMIn，标准配置，2个MFC，1个PC，阀组和管路及接头等。
5.6 MO-6：TEGa，标准配置，2个MFC ，1个PC，阀组和管路及接头等。
5.7 MO-7：Mo(CO)6，标准配置，2个MFC，1个PC，阀组和管路及接头等。
5.8 MO-8：DTBS，标准配置，2个MFC，1个PC，阀组和管路及接头等。
5.9 MO-9～MO-12：预留空间。
5.10 SiH4_1掺杂源：双稀释，进气主管路及切换系统。
5.11 Dummy-MO-1：气体补偿与平衡，1个MFC，和阀组。
5.12 MO源用MFC技术指标：
（1）精度：≤±1.0% F.S.(设定流量＞30% F.S.)；
≤±0.3% F.S.(设定流量≤30% F.S.)。
（2）线性：≤±0.5%F.S.。
（3）重复精度：≤±0.2% F.S.。
（4）控制范围：2%~100% F.S.。
（5）漏率：≤5×10-12 Pa・m3/s(He)。
（6）环境温度范围：15~45 ℃‌
（7）使用压力：50~300 kPa(d)。
[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK53]★6.氨源及载气单元组
6.1 O2：标准配置，2个MFC，调压阀，压力表，阀组和管路及接头等。
6.2 NH3：标准配置，2个MFC，调压阀，压力表，阀组和管路及接头等。
6.3 H2：进气管道及切换系统，调压阀，压力表，阀组和管路及接头等。
6.4 Ar：进气管道及切换系统，调压阀，压力表，阀组和管路及接头等。
6.5 Dummy-Hyd-1：气体补偿与平衡，1个MFC，和阀组。
6.6 Hydride单元组之Run/Vent管路、阀岛、阀组和压差平衡系统。
6.7 Source Supply气体管路，阀组（MO+Hyd）。
6.8 MFC技术指标：
（1）精度：≤±1.0% F.S.(设定流量＞30% F.S.)；
≤±0.3% F.S.(设定流量≤30% F.S.)。
（2）线性：≤±0.5%F.S.。
（3）重复精度：≤±0.2% F.S.。
（4）控制范围：2%~100% F.S.。
（5）漏率：≤5×10-12 Pa・m3/s(He)。
（6）环境温度范围：15~45 ℃‌
（7）使用压力：50~300 kPa(d)。
■7.恒温水浴槽(6个)
7.1调温范围：0-60°C。
7.2控温精度：≤±0.03°C。
8.逻辑控制器PLC
8.1实时性：最小PLC循环周期≤50µs，支持≤4个独立PLC任务，满足高速运动控制与快速逻辑响应需求。
8.2运动控制能力：可执行电子齿轮、凸轮等复杂轴控算法（轴数受任务周期限制）。
★9.原位监测及数据统计系统
9.1配备原位监测系统，实时监测并显示外延生长时的反射曲线、表面温度、生长速率、温度mapping等。
9.2自动统计客户所需要的生长数据，可根据客户需求编辑计算。
★10.安全监测与互锁系统
10.1安全监测与报警系统（H2、NH3、SiH4等特气气体监测，漏水监测等；每套配一组探头和一个电源信号盒子）。
10.2安全PLC，H2与O2互锁等安全互锁系统，EMO急停系统，报警灯塔。
■11.手套箱系统
11.1净化方式为PN2内循环。
11.2系统包含监控摄像头、粉尘过滤、再生纯化柱、压力控制、照明、真空吸笔、光栅安全防护、传递舱、水氧浓度传感器，控制软件。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK56]★12.真空泄漏检测系统
12.1氦气最小泄漏检测率（真空模式）：≤5x10-12mbar·L/s。
12.2氦气最小泄漏检测率（吸枪模式）：≤5x10-8mbar·L/s。
12.3最大入口压力（GROSS模式）：≤15mbar。
12.4最大入口压力（FINE模式）：≤2mbar。
12.5最大入口压力（ULTRA模式）：≤0.4mbar。
12.6前置真空泵类型：干式压缩。
12.7泵的抽速：≤25m3/h@50Hz。
12.8氦气抽速（ULTRA模式）：≤2.5L/s。
12.9校准内置泄漏：≤10-7mbar·L/s。
12.10高度≤900mm。
12.11铱/钇涂层灯丝离子源：≥2根。
★13.HMDS烘箱系统
13.1控温范围：50℃-200℃。
13.2温度波动度：±0.5℃。
13.3样品尺寸：≤8英寸。
13.4HMDS液位报警。
★14.激光开封系统
14.1开封速度：≥5000mm/s。
14.2重复精度：≤±0.01mm。
14.3激光输出总功率：≥20W。
14.4激光寿命≥100000小时。
14.5激光视觉扫描范围≥110mm*110mm。
★15.金相分析系统
15.1真空冷镶单元：程序控制，≤12个样品。
15.2双盘自动磨抛单元：单点加载和中心加载，10吋盘。
15.3金相备件及耗材：一组。
★16.工艺指标
	工艺验收指标之一：(2英寸 C面蓝宝石)

	序号
	验收指标
	验收规格
	测试方法

	1
	非掺杂GaN  (厚度2.5 μm，可轻微掺杂)

	
	生长速率
	≥0.2 um/h
	原位监控

	
	厚度均匀性(标准差)
	δ≤2%
	PL

	
	本征浓度
	≤1x1017cm-3
	Hall

	
	本征迁移率
	≥350cm2/V·s
	Hall

	
	XRD(002) 半高宽
	≤300arcsec
	XRD

	
	XRD(102) 半高宽
	≤400arcsec
	XRD

	2
	n型GaN  (厚度2.5μm)

	
	掺杂浓度
	≥2x1018cm-3
	Hall

	
	载子迁移率
	≥200cm2/V·s
	Hall

	
	掺杂浓度
	≥1x1019cm-3
	Hall

	
	载子迁移率
	≥150cm2/V·s
	Hall

	3
	p型GaN  (厚度0.5μm)

	
	掺杂浓度
	≥1x1017cm-3
	Hall

	
	载子迁移率
	≥10 cm2/V·s
	Hall

	
	电阻率
	≤3 Ω·cm
	Hall

	4
	InGaN/GaN  (5对量子井)

	
	波长(λ)
	450nm~470nm
	PL

	
	波长均匀性(标准差)
	δavg≤3.0nm
	PL

	
	平均波长(连续3炉)
	Δλ≤3.0nm
	PL

	5
	AlGaN  (厚度0.3μm)

	
	铝组分
	15%~20%
	XRD

	
	组分均匀性(5点)
	Al%(max-min)≤2%
	XRD

	6
	HEMT 2DEG

	
	载子迁移率
	≥1800cm²/V·s
	Hall

	
	载子浓度
	≥5x1012cm-2
	Hall




	工艺验收指标之二：(*2英寸或4英寸基板，其余为同质外延)

	序号
	验收指标
	验收规格
	测试方法

	1
	非掺杂GaO  (2.0 μm)

	
	生长速率
	≥2.5µm/h
	原位监控

	
	片内厚度均匀性
	σ≤2%
	PL

	
	炉间厚度均匀性
	σ≤2%
	PL

	
	背景掺杂
	≤1e17cm-3
	Hall

	
	迁移率 @300K
	≥70cm2/V·s
	Hall

	
	XRD(400)衍射半宽
	≤100arcsec
	XRD

	
	表面粗糙度(5µm x 5µm)
	σ≤1.5nm
	AFM


★四、备品备件
	名称
	数量
	备注

	石墨盘
	2套
	6*2英寸

	石墨盘
	1套
	3*3英寸

	石墨盘
	1套
	1*4英寸

	石墨盘
	1套
	1*6英寸

	J型内衬环
	2套
	J-Liner，外径268mm

	手套
	1副
	12寸

	滤芯
	1套
	100 μm

	O-ring（密封圈）
	1套
	全氟醚橡胶（腔体）/氟橡胶（其他）

	石英环
	2套
	Supptor ring

	石墨支撑环
	2套
	Susceptor ring

	喷淋头挡板
	2套
	Ceiling

	蓝宝石衬底
	各1盒
	2英寸、4英寸和6英寸

	氧化镓衬底
	10片
	2英寸



	1
	工业
	/




（4） 第3包货物需求清单（高精度倒装芯片键合机与底部填充系统）

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量（台/套）
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	[bookmark: OLE_LINK10]▲高精度倒装芯片键合机与底部填充系统
	一、设备功能
该高精度倒装键合机可实现芯片对芯片（C2C）、芯片对晶圆（C2W）的高精度倒装键合，包括上下料模块、甲酸活化模块、C2W键合模块、Underfill点胶模块。
二、技术参数
1.上下料模块
■1.1芯片上料方式：Tray (100mm*200mm)和华夫盒(2寸)。
●1.2晶圆上料方式：单片上料。
★1.3物料传输：配备机械手，可将芯片托盘及晶圆传输至甲酸活化模块、C2W键合模块；也支持手动将华夫盒放入C2W键合模块内上料。
2.甲酸活化模块
★2.1活化样品类型：晶圆、托盘内芯片。
■2.2加热盘最高温度：≥250℃。
●2.3加热盘控温稳定性：≤±2℃。
●2.4腔体极限真空：≤10Pa。
■2.5催化盒最高加热温度：≥250℃。
●2.6催化盒控温稳定性:≤±2℃。
★2.7 Cu表面氧化物还原温度：≤180℃。
●2.8具备甲酸泄露检测功能。
3.C2W键合模块
★3.1上压头对应芯片尺寸：0.5mm*0.5mm-50mm*50mm。
★3.2下载台对应样品尺寸：兼容6inch和8inch和12inch晶圆，不同尺寸晶圆通过工装兼容。
■3.3对准方式：片间同轴对准。
★3.4对准精度：≤±0.2μm。
★3.5键合后精度：≤±0.5μm（标准片常温贴合精度）。
■3.6压力范围：2N-3000N。
★3.7控压稳定性：±2N。
★3.8上压头最高温度：≥450℃。
★3.9上压头加热方式：脉冲陶瓷加热。
★3.10上压头控温稳定性：≤±1℃。
●3.11上压头升温速率：升温时间≤8s（室温至450℃）。
●3.12上压头降温速率：降温时间≤60s（450℃至100℃）。
■3.13下载台最高温度：≥300℃。
●3.14下载台加热方式：筒式加热器。
■3.15下载台控温稳定性：≤±1℃。
■3.16具备自动调平功能。
■3.17 腔内可回填3种惰性工艺气氛：Ar、N2、He，底部填充点胶模块。
4. underfill底部填充系统
[bookmark: 主要技术指标]●4.1 控制方式：全闭环伺服控制，视觉引导，喷射同步控制。
●4.2 主轴数量：3个（X轴，Y轴，Z轴）。
★4.3 点胶行程：X轴: ≥300mm，Y轴:≥300mm，Z轴:≥70mm。
●4.4 X轴和Y轴位置精度：≤±20um。
●4.5 Z轴位置精度：≤±20um。
●4.6 X轴/Y轴运动加速度：≥1.0g。
★5.设备所有承重地脚在2400*2250（长*宽，mm）面积范围内。
★三、配置要求
1.主机2个（含上下料、甲酸活化、C2W键合模块、点胶模块等）。
2.真空泵1个。
3.涡旋泵1个。
4.芯片托盘3个。
5.芯片吸嘴10个。
6.兼容C2C键合的工装1套。
7.O圈、中心环、卡箍等备品备件1套。
8.点胶模块耗材一套；
9.设备配套调试用耗材一套，包含玻璃校准片：2颗；压力纸：一卷。
	1
	工业
	/



三、安装调试、培训、质保及售后服务要求
1.安装调试
1.1中标人需协助采购人做好安装前的准备工作，合同签订后15个工作日内提供详细的厂务需求（含水、电、气、废排、微振要求等）、LAYOUT图、安装布置图。发货前中标人需提供详细的安装、调试方案和计划。
1.2设备到达采购人现场后，由中标人派出工程师与采购人共同开箱清点验收并负责安装、调试、试运行等，相关费用含在本次投标报价中。机台搬入洁净间和定位由中标人负责。中标人所提供的设备所有零部件必须是全新产品，外观无划伤损伤等各种缺陷。
1.3设备到达采购人所在地后,在接到采购人通知后执行安装调试直至达到验收指标。设备须依据双方签订的合同进行验收，中标人应及时更换在调试、试运行验收中指标未达到要求的部件。
2.技术文件
2.1设备交付时，中标人需向采购人提供全套技术资料，资料语言至少包含中文，至少包括设备操作手册（含管理员用户名、密码）、设备维护（服务）手册、安全手册、各主要部件手册、原理图、电路图、备件和耗材清单等。随机文件采用光盘/U盘的形式提供PDF格式的电子版。
2.2产品在出厂前，进行全面的系统测试并随设备出具产品测试报告。
2.3中标人需提供设备最新信息及应用资料，自项目验收合格之日起提供不少于10年的技术资料和技术支持，协助采购人做好设备的开发应用工作。
3.技术培训
3.1中标人需提供采购人现场培训的资料，至少含设备操作指导书（SOP）、保养维护指导等；
3.2设备厂家应在设备安装调试合格后对采购人操作维护人员（不少于5人）进行培训，包括软件、硬件的操作和日常维护、典型应用工艺，培训时间不少于5天。验收后根据采购人需求再提供至少一次应用培训，具体培训时间由双方协商。
4.质保及售后
4.1免费质保期自验收合格之日起计算，更换后的零部件免费质保期从更换之日起计算。
4.2免费质保期内由中标人提供保修服务，包括设备的正常检修、维护和调试等（所需费用包含在本项目投标报价中，包含人工、维修及零配件等费用，耗材除外）。质保期内因质量问题而导致的设备停用时间应相应延长质保截止时间。中标人应保证设备及服务的质量，针对故障或损坏的产品，提供上门维修和更换服务（人为故意损毁或不可抗力因素导致的损坏除外）。当产品在质保期内发生质量问题，中标人还应承担由此导致的其他经济损失。
4.3免费质保期满后，中标人提供备件及技术服务的价格，不得高于其同期国内终端客户最低实际成交价。采购人有权要求中标人提供同期销售资料予以核实。
4.4维修响应时间：中标人应在4小时内对采购人的服务要求做出响应，如有必要在48小时内派工程师到达现场、检查和排除故障。一般故障应在3天内解决或提出明确的解决方案，经采购人认可后，在预定期限内解决问题。重大故障或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。否则，中标人应赔偿由此造成的损失。
4.5软、硬件升级：中标人应向采购人提供同版本软件的终身升级服务（所需费用包含在本项目投标报价中），因适配新版软件强制要求实施的配套硬件升级，仅收取硬件含税进货成本，免收所有实施、调试、人工服务费；采购人有权核验硬件上游采购价格。采购人主动扩容、新增功能所需硬件升级不适用本条款。
4.6质保期满后，中标人需提供终身维修技术服务。自设备终验合格之日起中标人需提供不少于10年保障原厂零备件供应。零部件拟停产时，中标人提前12个月书面通知采购人；原厂备件停产的，中标人应提供功能等效替代方案，或应采购人要求无偿提供备件技术图纸、参数资料。因企业关停、原厂永久停产等客观不可控因素造成无法供货的，中标人仍需持续提供技术指导。

四、报价要求
1.本项目报投标总价，投标总价包含货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至售后服务的一切费用、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险，履约期间采购人不再追加任何费用，投标人自行考虑报价风险。
2.本项目按照人民币报价，投标人在报价时，应主动、充分调研中美及各类贸易战背景下进口关税的现行适用政策及未来潜在波动风险，并将贸易战相关关税成本纳入投标报价中，自行承担相关风险。（供应商如若中标，不得在履约阶段以关税政策变化、成本超支为由，向采购人主张价款调增、额外费用索赔或履约责任减免。）

五、其他要求
1.包装和运输：中标人应提供设备包装、运输等服务。中标人需采用标准承载式工业托盘和木箱进行包装，因为运输造成的设备损失由中标人提出有效更换或维修措施。零件要固定在箱体内，避免内部晃动。在包装箱上四个侧面的两个较大面上分别标记向上、怕湿、禁止翻转和吊装位置等符号，应清晰、可长期保持。需清晰注明收货地址、收货人和发货地址、重量、包装箱的承重点等。
2.投标人所投全部产品须为全新产品，整机及所有零部件、元器件均为原厂全新正品，不接受二手设备、翻新设备、旧件拼装设备，拒绝试制产品、试验样机，严禁以二手设备改造、旧零部件重组拼装形式供货。
[bookmark: _GoBack]3.合同生效后、正式供货前，采购人有权对中标人拟供应设备开展指标性测试，并对设备的配置、结构、整机功能开展符合性核查，测试及核查依据为合同、采购文件及中标人投标文件响应的全部实质性要求。测试核查可由采购人实施或委托具备相应资质的第三方机构实施，测试核查方案提前告知中标人，中标人应到场配合并见证全过程。经测试或核查，设备不满足合同约定要求的，给予中标人合理期限进行整改；整改后仍达不到合同约定要求的，采购人有权单方解除本合同。合同解除后，如查实中标人存在违法违规情形的，采购人可将相关情况报送政府采购监督管理部门。中标人应承担因其违约给采购人造成的全部直接损失，并按合同约定承担相应违约责任。测试、核查产生的相关费用及样品损耗由过错方承担。
